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【諸言】近年, 炎センサや計測用途にソーラーブラインドかつ高感度な紫外線センサが望まれて

いる. 我々は Al0.6Ga0.4N/Al0.5Ga0.5N 界面に誘起された 2 次元電子ガス(2DEG)を利用した MSM 型

センサを報告した[1].しかし, MSM 型は 2DEG の空乏がショットキー電極の RTA 条件に依存する

ため, プロセス間の特性分布が大きい. そこで 2DEG をゲート電圧で制御できるトランジスタ型

センサに着目した. 本研究では, Al0.6Ga0.4N/Al0.5Ga0.5N 界面の 2DEG を Ni/Au ショットキーゲート

電極に印加した電圧で制御し, 高感度および高 S/N 比の紫外線センサを実現することに成功した.  

【実験】サファイア基板上に MOVPE を用いて Al0.6Ga0.4N-25 nm/Al0.5Ga0.5N-150 nm /AlN を積層さ

せた.ソース/ドレイン電極にオーミック電極として V/Al/Mo/Au を, ゲート電極に Ni/Au を EB 蒸

着した(図 1). S-D 電極間の幅は 20 µm, ゲート幅は 2 µm, ゲート長は 200 µm である. 

【結果】図 2 に VGS=-5.5~-0.5 V における IDS-VDS 特性を示す。ゲート電圧によって 2DEG を介した

IDS の挙動が制御できている. 図 3 に VDS=20 V における IDS-VGS 特性を示す. ゲートリーク電流 IGS

は抑制されており, 閾値電圧は-7 V 程度であった. Xe 光源と分光器を用いて 250 nm-7.5 µW/cm2の

紫外光を照射した際の光電流は 40 µA を超える高い電流値を得た. 受光感度は 106 A/W, リジェク

ション比は106であり, これは世界最高特性のMSM型センサと同等である. 2DEGの制御性は本セ

ンサが優れており, 今後は 2DEG のキャリア濃度を増加させることで, さらなる特性の向上が期

待される. 本結果により, 固体デバイスによる光電倍レベルのセンサ実現の可能性を示した. 
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図1 センサ構造            図2 IDS-VDS特性    図3 IDS-VGS特性および光応答 
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